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(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Herstellung eines
optoelektronischen Halbleiter-Bauteils mit den folgenden
Schritte:

* Bereitstellen eines Tragers mit zwei Metallschichten, wobei
die Metallschichten voneinander I6sbar sind,

» Befestigen eines optoelektronischen Halbleiterchips auf
der ersten Metallschicht des Tragers,

* Mechanisches Ldsen der zweiten Metallschicht von der
ersten Metallschicht.

Optoelektronisches Halbleiter-Bauteil mit einem lichtemittie-
renden Halbleiterchip und Kontaktflachen, die Chrom auf-
weisen.

Temporarer Trager zur Herstellung eines optoelektronischen
Halbleiter-Bauteils. Der Trager weist eine erste Metallschicht
und eine zweite Metallschicht auf, wobei die zweite Metall-
schicht |6sbar auf der ersten Metallschicht angebracht ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines optoelektronischen Halbleiter-Bauteils,
ein optoelektronisches Halbleiter-Bauteil und einen
temporéaren Trager zur Herstellung eines optoelektro-
nisch Halbleiter-Bauteils.

[0002] Bei der Herstellung von optoelektronischen
Halbleiter-Bauteilen werden temporéare Trager ver-
wendet, auf die ein Halbleiterchip montiert wird. Nach
der Kontaktierung und dem Verguss des Halbleiter-
chips mit einer Vergussmasse wird der temporare
Trager wieder abgel6st. Dies kann beispielsweise
durch ein Laserablésen im Falle eines transparenten
Tragers oder durch Atzen beispielsweise eines Kup-
fertragers erfolgen.

[0003] Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
verbessertes Verfahren zur Herstellung eines opto-
elektronischen Halbleiter-Bauteils anzugeben. Eine
weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein ver-
bessertes optoelektronisches Halbleiter-Bauteil an-
zugeben. Eine weitere Aufgabe der Erfindung be-
steht darin, einen verbesserten temporaren Trager
zur Herstellung eines optoelektronischen Halbleiter-
Bauteils anzugeben.

[0004] Diese Aufgaben werden mit dem Verfahren
zur Herstellung eines optoelektronischen Halbleiter-
Bauteils, dem optoelektronischen Halbleiter-Bauteil
und dem tempordren Trager der unabhéngigen Pa-
tentanspriiche geldst.

[0005] Ein Verfahren zur Herstellung eines opto-
elektronischen Halbleiter-Bauteils umfasst folgende
Schritte: Bereitstellen eines temporaren Tragers mit
zwei Metallschichten, wobei die Metallschichten me-
chanisch voneinander lésbar sind. Befestigen ei-
nes optoelektronischen Halbleiterchips auf der ersten
Metallschicht des Tragers. Losen der zweiten Metall-
schicht von der ersten Metallschicht. Das Ldsen der
zweiten Metallschicht von der ersten Metallschicht ist
dabei ein mechanisches Lésen. Dies bedeutet insbe-
sondere, dass die zweite Metallschicht von der ers-
ten Metallschicht abgezogen, abgerissen, oder an-
derweitig mechanisch von der ersten Metallschicht
geldst wird. Dadurch entfallen aufwendige Laserab-
léseverfahren oder Atzprozesse.

[0006] In allen Ausfihrungsformen kann das me-
chanische Loésen der zweiten von der ersten Me-
tallschicht dadurch erfolgen, dass die zweite Metall-
schicht mit einem Halter festgehalten wird. Anschlie-
Rend wird der Halter so von der ersten Metallschicht
weg bewegt, dass sich die zweite Metallschicht von
der ersetn Metallschicht 16st.
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[0007] In einer Ausflihrungsform wird der optoelek-
tronische Halbleiter-Chip mit der ersten Metallschicht
elektrisch leitfahig verbunden.

[0008] In einer Ausflihrungsform wird zusatzlich ein
elektrisch isolierendes Material auf der ersten Me-
tallschicht angebracht, nachdem der optoelektroni-
sche Halbleiterchip auf der ersten Metallschicht an-
gebracht wurde und die elektrische Kontaktierung
des optoelektronischen Halbleiterchips erfolgt ist.
Das elektrisch isolierende Material kann dabei mit-
tels Verteilen, Sprihen oder SpritzgieRen auf der
ersten Metallschicht aufgebracht werden. Es sind
aber auch weitere Aufbringungsmdglichkeiten fir das
elektrisch isolierende Material fir den Fachmann
denkbar. Durch das elektrisch isolierende Material er-
halt das optoelektronische Halbleiter-Bauteil eine sta-
bile Struktur.

[0009] In einer Ausfihrungsform wird die erste Me-
tallschicht nach dem Ablésen der zweiten Metall-
schicht strukturiert, so dass voneinander elektrisch
isolierte Bereiche der ersten Metallschicht entstehen.
Dies kann beispielsweise durch Sagen, Laserabtra-
gen oder Atzen erfolgen. Durch das Strukturieren der
ersten Metallschicht lassen sich einfach und kosten-
gunstig elektrisch voneinander isolierte Bereiche der
ersten Metallschicht herstellen. Dies ist insbesonde-
re vorteilhaft, wenn diese elektrisch voneinander iso-
lierten Bereiche dann zur elektrischen Kontaktierung
des optoelektronischen Halbleiter-Bauteils verwen-
det werden.

[0010] In einer Ausfihrungsform weisen die Metall-
schichten, also die erste Metallschicht und die zweite
Metallschicht, Kupfer auf. Insbesondere bestehen die
beiden Metallschichten aus Kupfer. Kupfer ist einer-
seits ein gutes Material fUr die elektrische Kontaktie-
rung des optoelektronischen Halbleiterbauchips, an-
dererseits eignet sich Kupfer gut fir das beschriebe-
ne Verfahren des Ablésens der zweiten Metallschicht
von der ersten Metallschicht. Um die Kontaktierbar-
keit zu verbessern kann das Kupfer der ersten und/
oder der zweiten Metallschicht mit Silber, einer Ni-
ckel-Silber-Legierung, einer Nickel-Palladium-Gold-
Legierung oder mit Gold beschichtet sein.

[0011] In einer Ausflhrungsform weist der Trager
zwischen den beiden Metallschichten eine zusatzli-
che Schicht, insbesondere eine Zwischensicht aus
Chrom auf. Chrom ist besonders dazu geeignet, das
Abldsen der zweiten Metallschicht von der ersten Me-
tallschicht zu unterstiitzen.

[0012] In einer Ausflihrungsform weist das Verfah-
ren zusatzlich folgende Schritte auf: Aufbringen von
Photolack auf der ersten Metallschicht, Strukturieren
des Photolacks, so dass Bereiche aus Photolack mit
einem vorgegebenen Querschnitt auf der ersten Me-
tallschicht vorhanden sind, galvanisches Aufbringen
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eines weiteren Metalls auf freie Bereiche, also nicht
vom Photolack bedeckte Bereiche, der ersten Me-
tallschicht, wobei das weitere Metall eine gréRere
Dicke als der Photolack aufweist und Bereiche des
Photolacks teilweise Uberragt, Entfernen des Photo-
lacks, wobei ein Kérper aus dem weiteren Metall ent-
steht, der einen vorspringenden oberen Rand auf-
weist. Durch den strukturierten Photolack entstehen
auf der ersten Metallschicht Bereiche, die mit Photo-
lack bedeckt sind, und Bereiche, die frei von Photo-
lack sind. Wenn nun ein weiteres Metall galvanisch
auf der ersten Metallschicht aufgebracht wird, ge-
schieht dies nur in den Bereichen, die frei von Pho-
tolack sind. Sobald die Dicke des galvanisch aufge-
brachten weiteren Metalls die Dicke der Photolack-
strukturen Ubersteigt, kann auch oberhalb der Pho-
tolackstrukturen weiteres Metall galvanisch aufge-
bracht werden. Der dabei entstehende Koérper aus
weiterem Metall weist einen vorspringenden oberen
Rand auf, der den Photolack tiberragt. Dabei ist dar-
auf zu achten, dass nur so wenig weiteres Material
oberhalb des Photolacks aufgebracht wird, dass sich
die verschiedenen entstehenden Koérper bestehend
aus weiterem Metall nicht gegenseitig berihren, um
eine elektrische Isolation der entstehenden Kérper zu
erzielen. AnschlieRend kann der Photolack entfernt
werden, wodurch die Korper aus weiterem Material
einen vorspringenden oberen Rand aufweisen. Dies
ist insbesondere vorteilhaft, wenn das optoelektroni-
sche Halbleiter-Bauteil mit einem elektrisch isolieren-
den Material weiterbearbeitet, insbesondere vergos-
sen, wird, und das elektrisch isolierende Material un-
ter den vorspringenden oberen Rand des entstehen-
den Kérpers fliet. Dadurch entsteht ein optoelektro-
nisches Halbleiter-Bauteil mit zusatzlicher mechani-
scher Stabilitat.

[0013] In einer Ausfihrungsform umfasst das Ver-
fahren zur Herstellung eines optoelektronischen
Halbleiter-Bauteils folgende Schritte: Zunachst wird
ein Trager hergestellt, wobei die Herstellung des Tra-
gers mittels Aufbringen einer Chromschicht auf ei-
ner Metallschicht erfolgt, wobei die Metallschicht eine
Dicke zwischen 30 und 200 pym aufweist. Anschlie-
Rend wird Photolack auf die Chromschicht aufge-
bracht und so strukturiert, dass Bereiche aus Photo-
lack mit vorgegebenem Querschnitt auf der Chrom-
schicht ausgebildet sind. Anschlielend wird ein wei-
teres Metall galvanisch auf die Chromschicht aufge-
bracht, wobei das weitere Metall eine grof3ere Dicke
als der Photolack aufweist und die Bereiche aus Pho-
tolack teilweise tberragt. Anschlielend wird der Pho-
tolack entfernt, wodurch wieder Bereiche bzw. Kor-
per des weiteren Metalls entstehen, die einen vor-
springenden oberen Rand aufweisen. Die Kérper aus
dem weiteren Metall, die einen vorspringenden obe-
ren Rand aufweisen, kébnnen auch als erste Metall-
schicht des temporaren Tragers aufgefasst werden,
wahrend die zweite Metallschicht diejenige ist, auf
die zu Beginn die Chromschicht aufgebracht wur-
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de. Nach der Herstellung dieses Tragers umfasst
das Verfahren die weiteren Schritte, namlich das Be-
festigen eines optoelektronischen Halbleiterchips auf
dem galvanisch aufgebrachten Metall, das Aufbrin-
gen eines elektrisch isolierenden Materials, und das
Lésen der urspriinglich vorhandenen Metallschicht.
Durch dieses Verfahren, bei dem die Bereiche aus
weiterem Metall mit vorspringendem oberen Rand in
die erste Metallschicht integriert sind, kann Material,
insbesondere Material der ersten Metallschicht, ein-
gespart werden.

[0014] In einer Ausflihrungsform wird der optoelek-
tronische Halbleiterchip mit einem elektrisch leitfahi-
gen Verbindungsstick mit einem galvanisch aufge-
brachten Kérper verbunden.

[0015] In einer Ausflihrungsform ist das galvanisch
aufgebrachte Metall Kupfer oder Nickel. Kupfer oder
Nickel eignen sich besonders gut als galvanisch auf-
gebrachte Metalle, die die Bereiche bilden, auf die der
optoelektronische Halbleiterchip aufgebracht wird.

[0016] In einer Ausfuhrungsform weist das galva-
nisch aufgebrachte Metall eine Dicke zwischen 20
und 60 uym auf. Dicken zwischen 20 und 60 ym sind
fur die genannten Strukturen besonders vorteilhaft.

[0017] In einer Ausflhrungsform erfolgt das Struktu-
rieren der ersten Metallschicht mittels S&gen, Laser-
abtragen oder Atzen.

[0018] Ein optoelektronisches Halbleiter-Bauteil
weist einen lichtemittierenden Halbleiterchip und
Kontaktflachen auf, wobei die Kontaktflachen Res-
te eines Metalls einer Zwischenschicht, insbesonde-
re Chrom, aufweisen. Dadurch kann die Létkontak-
tierung des entstehenden Halbleiter-Bauteils verbes-
sert werden.

[0019] Ein temporarer Trager zur Herstellung eines
optoelektronischen Halbleiter-Bauteils besteht aus
einer ersten Metallschicht und einer zweiten Metall-
schicht. Die zweite Metallschicht ist I6sbar, insbeson-
dere mechanisch l6sbar auf der ersten Metallschicht
angebracht. Dadurch, dass die zweite Metallschicht
mechanisch lésbar auf der ersten Metallschicht an-
gebracht ist, kann nach der Fertigstellung des op-
toelektronischen Halbleiter-Bauteils die zweite Me-
tallschicht von der ersten Metallschicht mechanisch
gel6st werden. Ein Ablésen mittels Laser, oder ein
Rickatzen der zweiten Metallschicht wird dadurch
Uberflissig. Dadurch kann das Herstellungsverfahren
fir ein optoelektronisches Halbleiter-Bauteil verein-
facht werden.

[0020] In einer Ausflihrungsform besteht die erste
Metallschicht des temporaren Tragers aus Kupfer
und weist eine Dicke zwischen 0,5 und 20 ym auf.
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[0021] In einer Ausflihrungsform besteht die zwei-
te Metallschicht des temporaren Tragers aus Kupfer
und weist eine Dicke zwischen 30 und 200 um auf.

[0022] Wenn die Dicke der ersten Metallschicht zwi-
schen 0,5 und 20 ym betragt und die Dicke der
zweiten Metallschicht zwischen 30 und 200 pym be-
tragt, kénnen diese Metallschichten leicht vonein-
ander gel6st, insbesondere kann die zweite Metall-
schicht leicht von der ersten Metallschicht abgel6st
werden. Kupfer eignet sich gut als Material fur die bei-
den Metallschichten, oder aber auch nur fir eine der
beiden Metallschichten.

[0023] In einer Ausfiihrungsform weist der tempora-
re Trager eine Zwischensicht zwischen den beiden
Metallschichten auf, wobei die Zwischensicht insbe-
sondere als metallische Zwischensicht ausgefuhrt ist.
Durch eine Zwischensicht, insbesondere eine me-
tallische Zwischensicht, lasst sich die zweite Metall-
schicht leichter von der ersten Metallschicht ablésen.

[0024] In einer Ausflihrungsform besteht die Zwi-
schensicht aus Chrom oder weist die Zwischensicht
Chrom auf. Chrom ist ein besonders vorteilhaftes Ma-
terial fir die Zwischensicht, da sich durch die Ver-
wendung von Chrom die zweite Metallschicht sehr
leicht von der ersten Metallschicht I16sen lasst. Dies
gilt insbesondere, wenn die erste und die zweite Me-
tallschicht aus Kupfer besteht.

[0025] Die oben beschriebenen Eigenschaften,
Merkmale und Vorteile dieser Erfindung sowie die Art
und Weise, wie diese erreicht werden, werden kla-
rer und deutlicher versténdlich im Zusammenhang
mit der folgenden Beschreibung der Ausfiihrungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen
naher erldutert werden. Dabei zeigen in jeweils sche-
matischer Darstellung

[0026] Fig. 1 einen temporaren Trager;

[0027] Fig. 2 einen temporaren Trager mit Zwi-
schensicht;

[0028] Fig. 3 einen temporaren Trager mit aufge-
brachtem optoelektronischen Halbleiterchip und elek-
trischer Kontaktierung;

[0029] Fig. 4 einen Trager mit optoelektronischem
Halbleiterchip und abgeldster zweiter Metallschicht;

[0030] Fig. 5 einen ersten Verfahrensschritt zur Her-
stellung eines optoelektronischen Halbleiter-Bauteils;

[0031] Fig. 6 einen zweiten Verfahrensschritt zur
Herstellung eines optoelektronischen Halbleiter-Bau-
teils;
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[0032] Fig. 7 einen dritten Verfahrensschritt zur Her-
stellung eines optoelektronischen Halbleiter-Bauteils;

[0033] Fig. 8 einen vierten Verfahrensschritt zur Her-
stellung eines optoelektronischen Halbleiter-Bauteils;

[0034] Fig. 9-Fig. 11 die gleichzeitige Herstellung
von mehreren optoelektronischen Halbleiter-Bautei-
len;

[0035] Fig. 12-Fig. 15 ein weiteres Ausflihrungsbei-
spiel des Verfahrens zur Herstellung eines optoelek-
tronischen Halbleiter-Bauteils;

[0036] Fig. 16-Fig. 19 ein weiteres Ausflihrungsbei-
spiel des Verfahrens zur Herstellung eines optoelek-
tronischen Halbleiter-Bauteils;

[0037] Fig. 20 ein Ausflhrungsbeispiel eines opto-
elektronischen Halbleiter-Bauteils mit Flip-Chip; und

[0038] Fig. 21 ein Ausfihrungsbeispiel eines opto-
elektronischen Halbleiter-Bauteils mit Konversions-
element.

[0039] Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch einen
temporaren Trager 100. Eine erste Metallschicht 110
ist auf einer zweiten Metallschicht 120 so angebracht,
dass die zweite Metallschicht 120 von der ersten Me-
tallschicht 110 mechanisch l6sbar ist. Nach dem Auf-
bringen von weiteren Bauteilen auf der ersten Metall-
schicht 110 ist es mdglich, die zweite Metallschicht
120 von der ersten Metallschicht 110 abzulésen. In
einem Ausflhrungsbeispiel besteht die erste Metall-
schicht 110 aus Kupfer. In einem Ausfihrungsbei-
spiel besteht die zweite Metallschicht 120 aus Kupfer.
Es kdnnen auch beide Metallschichten 110, 120 aus
Kupfer bestehen.

[0040] Die erste Metallschicht 110 weist eine Dicke
zwischen 0,5 und 20 ym auf. Die zweite Metallschicht
120 weist eine Dicke zwischen 30 und 200 ym auf. Es
sind auch andere Dicken der Metallschichten denk-
bar, sofern die zweite Metallschicht I6sbar auf der
ersten Metallschicht angebracht ist.

[0041] Fig. 2 zeigt ein weiteres Ausflihrungsbeispiel
eines temporaren Tragers 100. Zwischen der ers-
ten Metallschicht 110 und der zweiten Metallschicht
120 befindet sich eine Zwischensicht 130. Die Zwi-
schensicht 130 ist insbesondere eine metallische
Zwischensicht und dient dazu, dass die zweite Metall-
schicht 120 leichter von der ersten Metallschicht 110
abldsbar ist. In einem Ausfihrungsbeispiel weist die
Zwischensicht 130 Chrom auf oder besteht die Zwi-
schensicht 130 aus Chrom.

[0042] Fig. 3 zeigt einen weiteren Querschnitt durch
einen temporaren Trager 100, bestehend aus einer
ersten Metallschicht 110 und einer zweiten Metall-
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schicht 120. Auf der ersten Metallschicht 110 ist ein
optoelektronischer Halbleiterchip 140 angebracht.
Der optoelektronische Halbleiterchip 140 weist eine
Unterseite 141 und eine Oberseite 142 auf. Die Un-
terseite 141 grenzt direkt an die erste Metallschicht
110 an. Die Oberseite 142 ist mittels eines elektrisch
leitfahigen Verbindungsstiicks 150, in diesem Bei-
spiel einem Bonddraht, mit der ersten Metallschicht
110 verbunden.

[0043] Fig. 4 zeigt einen Querschnitt durch die erste
Metallschicht 110 und den optoelektronischen Halb-
leiterchip 140 der Fig. 3, nachdem die zweite Metall-
schicht 120 mechanisch von der ersten Metallschicht
110 gel6st ist. Die abgeldste zweite Metallschicht 120
ist gestrichelt dargestellt.

[0044] Fig. 5 zeigt einen Querschnitt durch einen
temporaren Trager 100, bestehend aus einer ersten
Metallschicht 110, einer zweiten Metallschicht 120
und einer Zwischensicht 130. Auf der ersten Metall-
schicht 110 ist ein optoelektronischer Halbleiterchip
140 angebracht. Die Unterseite 141 des optoelek-
tronischen Halbleiterchips 140, die eine erste elek-
trische Kontaktstelle des optoelektronischen Halblei-
terchips 140 bildet, liegt auf der ersten Metallschicht
110 auf. Die Oberseite 142 des optoelektronischen
Halbleiterchips 140, die eine zweite elektrische Kon-
taktstelle des optoelektronischen Halbleiterchips 140
bildet, ist mittels eines elektrisch leitfahigen Verbin-
dungsstlicks 150, in diesem Fall einem Bonddraht,
mit der ersten Metallschicht 110 verbunden. Der Tra-
ger 100 mit dem lichtemittierenden Chip 140 und das
elektrisch leitfahige Verbindungsstiick 150 stellt ei-
nen Ausgangspunkt zur Herstellung eines optoelek-
tronischen Halbleiter-Bauteils dar, die weiteren Her-
stellungsschritte sind in den folgenden Figuren ange-
geben.

[0045] Fig. 6 zeigt den temporaren Trager 100 mit
dem lichtemittierenden Chip 140 und dem elektrisch
leitfahigen Verbindungsstiick 150 der Fig. 4. Zusatz-
lich ist auf der ersten Metallschicht 110 ein elektrisch
isolierendes Material 160 angebracht. Das elektrisch
isolierende Material 160 kann beispielsweise ein
Kunststoff, ein Harz, ein Lack, oder ein anderes iso-
lierendes Material sein. Da das elektrisch isolierende
Material 160 die Oberseite 142 des lichtemittierenden
Chips 140 bedeckt, muss das elektrisch isolierende
Material 160 transparent fiir die Strahlung des lichte-
mittierenden Chips 140 sein. In einem Ausfiihrungs-
beispiel weist das elektrisch isolierende Material 160
einen Konversionsstoff oder optische Elemente auf.

[0046] Fig. 7 zeigt den nachsten Verfahrensschritt
der Herstellung des optoelektronischen Bauteils,
nachdem die zweite Metallschicht 120 (der Fig. 6)
von der ersten Metallschicht 110 abgel6st wurde. Das
Abldsen der zweiten Metallschicht 120 ist ein mecha-
nisches Ablosen, bei dem die zweite Metallschicht
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120 von der ersten Metallschicht 110 abgezogen, ab-
gerissen, abgestreift, oder auf eine sonstige Weise
mechanisch von der ersten Metallschicht 110 gel6st
wird.

[0047] Fig. 8 zeigt das optoelektronische Bauele-
ment nach einem nachsten Verfahrensschritt, bei
dem die erste Metallschicht 110 im Bereich 170
strukturiert wurde. Die Strukturierung der ersten Me-
tallschicht 110 im Bereich 170 kann beispielsweise
durch S&gen, Atzen, oder durch Laserabtragen erfol-
gen. Durch das Strukturieren der ersten Metallschicht
110 im Bereich 170 ist die erste Metallschicht 110
in einen ersten Bereich 111 und einem zweiten Be-
reich 112 aufgeteilt. Die Unterseite 141 des lichtemit-
tierenden Chips 140 liegt direkt auf dem ersten Be-
reich 111 der ersten Metallschicht 110 auf. Die Ober-
seite 142 des lichtemittierenden Chips 140 ist mittels
elektrisch leitfahigem Verbindungsstick 150 mit dem
zweiten Bereich 112 der ersten Metallschicht 110 ver-
bunden. Dadurch kann Uber den ersten Bereich 111
und den zweiten Bereich 112 der ersten Metallschicht
110 die elektrische Kontaktierung des optoelektroni-
schen Halbleiter-Bauteils 180 erfolgen.

[0048] Fig. 9 zeigt einen Querschnitt durch einen
Trager 100 mit einer ersten Metallschicht 110 und ei-
ner zweiten Metallschicht 120. Auf der ersten Metall-
schicht 110 ist ein erster optoelektronischer Halblei-
terchip 145 und ein zweiter optoelektronischer Halb-
leiterchip 146 angebracht, wobei der erste optoelek-
tronische Halbleiterchip 145 mittels einem ersten
elektrisch leitfahigen Verbindungsstiick 151 mit der
ersten Metallschicht 110 verbunden ist. Der zweite
optoelektronische Halbleiterchip 146 ist mittels einem
zweiten elektrisch leitfahigen Verbindungsstick 152
mit der ersten Metallschicht 110 verbunden. Auf der
ersten Metallschicht 110 ist ein elektrisch isolierendes
Material 160 aufgebracht, das sowohl die beiden op-
toelektronischen Halbleiterchips 145, 146, als auch
die beiden elektrisch leitfahigen Verbindungsstiicke
151, 152 umschlief3t.

[0049] Fig. 10 zeigt einen Querschnitt durch den in
der Fig. 9 gezeigten Trager 100 mit den entsprechen-
den Halbleiterchips 145, 146 und elektrisch leitfahi-
gen Verbindungsstiicke 151, 152, nachdem die zwei-
te Metallschicht 120 von der ersten Metallschicht 110
abgeldst wurde. Die zweite Metallschicht 120 ist ge-
strichelt dargestellt.

[0050] In Fig. 11 ist der nachste Verfahrensschritt
dargestellt. In einem ersten Bereich 171 der ersten
Metallschicht 110 wurde die erste Metallschicht 110
strukturiert, genauso in einem zweiten Bereich 172.
Durch die Strukturierung der ersten Metallschicht 110
in den Bereichen 171 und 172 ist die erste Metall-
schicht 110 in vier Bereiche 111, 112, 113 und 114
aufgeteilt. Die beiden optoelektronischen Halbleiter-
chips 145, 146 sind dabei jeweils mit zwei Bereichen
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der ersten Metallschicht 110 verbunden. Der erste op-
toelektronische Halbleiterchip 145 berihrt mit seiner
Unterseite den ersten Bereich 111 der ersten Metall-
schicht 110. Mittels erstem elektrisch leitfahigen Ver-
bindungsstiick 151 ist die Oberseite des ersten lich-
temittierenden Halbleiterchips 145 mit dem zweiten
Bereich 112 der ersten Metallschicht 110 verbunden.
Der zweite optoelektronische Halbleiterchip 146 be-
rihrt mit seiner Unterseite den dritten Bereich 113
der ersten Metallschicht 110. Die Oberseite des zwei-
ten optoelektronischen Halbleiterchips 146 ist mittels
zweitem elektrisch leitfahigen Verbindungsstlick 152
mit vierten Bereich 114 der ersten Metallschicht 110
verbunden. Durch eine gestrichelte Trennungslinie
175 ist eine Trennung der beiden auf der ersten Me-
tallschicht 110 vorhandenen Bauteile angedeutet. Die
Trennungslinie 175 trennt dabei auch den zweiten
Bereich 112 vom dritten Bereich 113 der ersten Me-
tallschicht 110. Im Bereich der Trennungslinie 175
kénnen die beiden Bauteile, die jeweils einen opto-
elektronischen Halbleiterchip 145, 146 enthalten, mit-
tels Sagen voneinander getrennt werden, so dass un-
abhangige optoelektronische Halbleiter-Bauteile 180
erhalten werden.

[0051] In einem Ausfihrungsbeispiel sind mehr als
zwei optoelektronische Halbleiterchips 140 auf einer
ersten Metallschicht 110 angebracht.

[0052] In einem Ausflhrungsbeispiel weist die erste
Metallschicht 110 Kupfer auf, sie besteht insbeson-
dere aus Kupfer.

[0053] In einem Ausfiihrungsbeispiel weist die zwei-
te Metallschicht 120 Kupfer auf, sie besteht insbeson-
dere aus Kupfer. In einem Ausfiuhrungsbeispiel be-
steht die Zwischensicht 130 aus Chrom.

[0054] Um die Kontaktierbarkeit zu verbessern kann
das Kupfer der ersten und/oder der zweiten Metall-
schicht mit Silber, einer Nickel-Silber-Legierung, ei-
ner Nickel-Palladium-Gold-Legierung oder mit Gold
beschichtet sein.

[0055] Fig. 12 zeigt einen weiteren Ausgangspunkt
fur ein Verfahren zum Herstellen eines optoelektro-
nischen Halbleiter-Bauteils. Ein Trager 100, der ei-
ne erste Metallschicht 110, eine zweite Metallschicht
120, und eine Zwischensicht 130 aufweist, ist in drei
Bereichen 181, 182 und 183 mit Photolack bedeckt.

[0056] Fig. 13 zeigt den Trager 100 der Fig. 12 nach
dem néchsten Verfahrensschritt, bei dem ein wei-
teres Metall auf die erste Metallschicht 110 galva-
nisch aufgebracht wurde. Durch das galvanische Auf-
bringen eines weiteren Metalls auf der ersten Metall-
schicht 110 entsteht ein erster Kérper 191 und ein
zweiter Kérper 192 aus dem galvanisch aufgebrach-
ten weiteren Metall. Die Dicke der Kérper 191 und
192 ist dabei gréRer als die Dicke der Photolackstruk-
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turen in den drei Bereichen 181, 182 und 183. In dem
Moment, in dem das galvanisch aufgebrachte weitere
Metall die gleiche Dicke aufweist wie die Photolack-
strukturen in den Bereichen 181, 182 und 183, bil-
det das weitere Metall ab dort einen oberen Randbe-
reich 193 aus, der die Photolackstrukturen Gberragt.
In den oberen Randbereichen 193 des ersten Kor-
pers 191 und des zweiten Korpers 192 des weiteren
galvanisch aufgebrachten Materials bilden die Kérper
191, 192 einen vorspringenden oberen Randbereich
193 aus. Dieser vorspringende obere Randbereich
193 (iberragt die Photolackstrukturen 181, 182, 183
seitlich.

[0057] Fig. 14 zeigt das optoelekironisch Halblei-
ter-Bauteil nach einem weiteren Verfahrensschritt.
Auf den ersten Kérper 191 ist ein optoelektronischer
Halbleiterchip 140 aufgebracht, der mittels elektrisch
leitfahigem Verbindungsstiick 150 mit dem zweiten
Korper 192 verbunden ist. Die Photolackstrukturen
sind entfernt, so dass die Kérper 191 und 192 frei auf
der ersten Metallschicht 110 platziert sind.

[0058] Fig. 15 zeigt das optoelektronische Halblei-
ter-Bauteil nach weiteren Verfahrensschritten. Auf
der ersten Metallschicht 110 ist ein elektrisch iso-
lierendes Material 160 aufgebracht, wobei das elek-
trisch isolierende Material 160 auch unterhalb der
oberen Randbereiche 193 des ersten Korpers 191
und des zweiten Kérpers 192 angebracht ist. Dadurch
ist der erste Korper 191, und auch der zweite Kérper
192, mit dem elektrisch isolierenden Material 160 ver-
hakt. Durch den oberen Randbereich 193 der Kérper
191 und 192 besteht eine besonders gute mechani-
sche Verbindung zwischen den Kérpern 191 und 192
und dem elektrisch isolierenden Material 160. AulRer-
dem wurde zum Erreichen des optoelektronischen
Halbleiter-Bauteils der Fig. 15 auch die zweite Me-
tallschicht 120 von der ersten Metallschicht 110 ge-
I6st. Zusatzlich wurde im Bereich 170 die erste Me-
tallschicht 110 durchtrennt, so dass ein erster Bereich
111 der ersten Metallschicht 110 an den ersten Kor-
per 191 und ein zweiter Bereich 112 der ersten Me-
tallschicht 110 an den zweiten Korper 192 angrenzt.
Der erste Bereich 111 und der zweite Bereich 112
sind voneinander getrennt und elektrisch voneinan-
der isoliert. Die Fig. 15 zeigt das fertige optoelektron-
siche Halbleiter-Bauteil 180.

[0059] In einem Ausflhrungsbeispiel wird die ers-
te Metallschicht 110 im Bereich 170 mit einem elek-
trisch isolierenden Material verfillt. Dieses elektrisch
isolierende Material kann dabei dasselbe sein wie
das elektrisch isolierende Material 160, es ist aber
auch denkbar, ein vom elektrisch isolierenden Mate-
rial 160 abweichendes elektrisch isolierendes Mate-
rial zu verwenden.

[0060] Fig. 16 zeigt den Ausgangspunkt fiir ein wei-
teres Verfahren zum Herstellen eines optoelektro-
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nischen Halbleiter-Bauteils. Auf einer zweiten Me-
tallschicht 120 ist eine Zwischenschicht 130 aufge-
bracht, die beispielsweise aus Chrom besteht. Auf
der Zwischenschicht 130 ist eine Photolackschicht
aufgebracht, die anschlieend strukturiert wird, so
dass ein erster Bereich 181, ein zweiter Bereich 182
und ein dritter Bereich 183 des Photolacks entsteht.

[0061] Fig. 17 zeigt den nachsten Verfahrensschritt.
Ein galvanisches Material wird auf die Zwischen-
schicht 130 aufgebracht, wodurch ein erster Kérper
191 und ein zweiter Kérper 192 bestehend aus dem
galvanisch aufgebrachten Material entsteht. Das gal-
vanisch aufgebrachte Material der Koérper 191 und
192 weist dabei wiederum eine gréere Dicke als die
Bereiche 181, 182 und 183 des Photolacks auf. Da-
durch Uberragen obere Randbereich 193 der Korper
191 und 192 wiederum die Bereiche 181, 182 und
183 des Photolacks.

[0062] Fig. 18 zeigt das optoelektronische Halblei-
ter-Bauteil nach weiteren Verfahrensschritten. Auf
dem ersten Kérper 191 aus dem weiteren, galvanisch
aufgebrachten Material ist ein Halbleiterchip 140 an-
gebracht. Der Halbleiterchip 140 ist mittels elektrisch
leitfahigem Verbindungsstiick 150 mit dem zweiten
Korper 192 aus dem galvanisch aufgebrachten Ma-
terial verbunden. Auf der Zwischenschicht 130 ist
ein elektrisch isolierendes Material 160 aufgebracht,
welches wiederum Konversionsmaterialien enthalten
kann. Der optoelektronische Halbleiterchip 140 ist
in das elektrisch isolierende Material 160 eingebet-
tet. Das elektrisch isolierende Material 160 kann ein
Kunststoff, ein Harz, oder auch ein anderes, vom
Fachmann zu wahlendes Material sein.

[0063] Fig. 19 zeigt das optoelektronische Halblei-
ter-Bauteil nach weiteren Verfahrensschritten. Die
Metallschicht 120 wurde von der Zwischenschicht
130, bzw. den Koérpern 191 und 192 abgeldst. Reste
der Zwischenschicht 130 befinden sich noch auf dem
Bauteil. Im Bereich 170 zwischen dem ersten Kor-
per 191 und dem zweiten Kérper 192 des weiteren
galvanisch aufgebrachten Metalls wurde mittels Sa-
geschnitt eine Trennung der verbleibenden Chrom-
reste erzielt. Anstelle des Sageschnittes kdnnen im
Bereich 170 die Chromreste auch mittels Laserabtra-
gen oder mittels eines Atzverfahrens getrennt wer-
den. Die beiden Kérper 191 und 192 des galvanisch
aufgebrachten Metalls kénnen dabei als erste Me-
tallschicht 110 interpretiert werden. Fig. 19 zeigt da-
mit ein Ausfiihrungsbeispiel eines fertigen Halbleiter-
Bauteils 180, bei dem die Kontaktflachen noch Reste
der Zwischenschicht 130, beispielsweise Chromres-
te, aufweisen.

[0064] Auch in den anderen Ausflihrungsbeispielen
ist es moglich, dass das fertige Halbleiter-Bauteil 180
Reste der Zwischenschicht 130 auf den Kontaktfla-
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chen, die durch die strukturierte erste Metallschicht
110 entstehen, vorhanden sind.

[0065] In einem Ausflihrungsbeispiel ist das galva-
nisch aufgebrachte Material Kupfer oder Nickel. In ei-
nem Ausflhrungsbeispiel weist das galvanisch auf-
gebrachte Material eine Dicke zwischen 20 und 60
um auf. In einem Ausflhrungsbeispiel erfolgt das
Strukturieren der ersten Metallschicht 110 mittels S&-
gen, Laserabtragen oder Atzen.

[0066] Fig. 20 zeigt einen Querschnitt durch einen
Verfahrensschritt zur Herstellung eines optoelektro-
nischen Halbleiter-Bauteils, bei dem der lichtemittie-
rende Halbleiterchip 140 ein sogenannter Flip-Chip
ist. Der optoelektronische Halbleiterchip 140 weist
auf seiner Unterseite 141 zwei elektrische Kontaktie-
rungsflachen 154 und 155 auf, wobei die elektrischen
Kontaktierungsflachen 154, 155 an die erste Metall-
schicht 110 eines temporaren Tragers 100 angren-
zen. Der temporare Trager 100 weist zusatzlich ei-
ne zweite Metallschicht 120 und eine Zwischensicht
130 auf. Der optoelektronische Halbleiterchip 140 ist
mittels elektrisch isolierendem Material 160 vergos-
sen. Nach dem Ldsen der zweiten Metallschicht 120
von der ersten Metallschicht 110 ist es notwendig,
dass die Strukturierung der ersten Metallschicht 110
im Bereich 170 zwischen den beiden Kontaktierungs-
flachen 154 und 155 erfolgt.

[0067] Fig. 21 zeigt einen Zwischenschritt bei der
Herstellung eines weiteren Ausfiihrungsbeispiels ei-
nes optoelektronischen Halbleiter-Bauteils. Auf ei-
nem temporaren Trager 100, der aus einer ersten
Metallschicht 110 und einer zweiten Metallschicht
120 besteht, ist ein optoelektronischer Halbleiterchip
140 angeordnet, wobei der optoelektronische Halb-
leiterchip 140 an die erste Metallschicht 110 angrenzt.
Mittels elektrisch leitfahigem Verbindungsstick 150
ist die Oberseite 142 des optoelektronischen Halb-
leiterchips 140 mit der ersten Metallschicht 110 elek-
trisch leitfahig verbunden. Auf der Oberseite 142
des optoelektronischen Halbleiterchips 140 ist ein
Konversionsplattchen 161 angeordnet. Mittels eines
elektrisch isolierenden Materials 160 ist das Halb-
leiter-Bauteil vergossen. Das Halbleiter-Bauteil kann
nun fertiggestellt werden, indem die weiteren Schritte
analog zu den Fig. 7 und Fig. 8 ausgefiihrt werden.

[0068] Obwohl die Erfindung im Detail durch das be-
vorzugte Ausfihrungsbeispiel naher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die
offenbarten Beispiele eingeschrankt und andere Va-
riationen kénnen vom Fachmann hieraus abgeleitet
werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu
verlassen.
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Bezugszeichenliste

100 Temporarer Trager

110 Erste Metallschicht

111 Erster Bereich

112 Zweiter Bereich

113 Dritter Bereich

114 Vierter Bereich

120 Zweite Metallschicht

130 Zwischenschicht

140 Optoelektronischer Halbleiterchip

141 Unterseite des optoelektronischen Halblei-
terchips

142 Oberseite des optoelektronischen Halblei-
terchips

145 Erster optoelektronischer Halbleiterchip

146 Zweiter optoelektronischer Halbleiterchip

150 Elektrisch leitfahiges Verbindungsstiick
151 Erstes elektrisch leitfahiges Verbindungs-

stick
152 Zweites elektrisch leitfahiges Verbindungs-
stick
154 Erste elektrische Kontaktierungsflache
155 Zweite elektrische Kontaktierungsflache
160 Elektrisch isolierendes Material
161 Konversionsplattchen

170 Bereich

171 Erster Bereich

172 Zweiter Bereich

175 Trennungslinie

180 Optoelektronisches Halbleiter-Bauteil
181 Erster Bereich

182 Zweiter Bereich

183 Dritter Bereich

191 Erster Korper

192 Zweiter Korper

193 Oberer Randbereich

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung eines optoelektroni-
schen Halbleiter-Bauteils (180), wobei das Verfahren
die folgenden Schritte umfasst:

1. Bereitstellen eines Tragers (100) mit zwei Metall-
schichten (110, 120), wobei die Metallschichten (110,
120) voneinander I6sbar sind,

2. Befestigen eines optoelektronischen Halbleiter-
chips (140, 145, 146) auf der ersten Metallschicht
(110) des Tragers (100),

3. Mechanisches Ldsen der zweiten Metallschicht
(120) von der ersten Metallschicht (110).

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Metall-
schichten (110, 120) Kupfer aufweisen, insbesondere
aus Kupfer bestehen.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, wobei der Trager (110) zwischen den bei-
den Metallschichten (110, 120) eine Zwischenschicht
(130), insbesondere eine Chromschicht aufweist.
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4. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriche, wobei das Verfahren zusatzlich folgende
Schritte umfasst:

1. Aufbringen von Photolack auf der ersten Metall-
schicht,

2. Strukturieren des Photolacks, so dass Bereiche
(181, 182, 183) aus Photolack mit einem vorgege-
benen Querschnitt auf der ersten Metallschicht (110)
vorhanden sind,

3. Galvanisches Aufbringen eines weiteren Metalls
auf die freien Bereiche der ersten Metallschicht (110),
wobei das weitere Metall eine grofRere Dicke als der
Photolack aufweist und Bereiche des Photolacks teil-
weise seitlich Uberragt,

4. Entfernen des Photolacks, wobei ein Kérper (191,
192) aus dem weiteren Metall entsteht, der einen seit-
lich vorspringenden oberen Randbereich (193) auf-
weist.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, wobei das Verfahren die folgenden Schritte
umfasst:

1. Herstellen eines Tragers mit folgenden Schritten:
i. Aufbringen einer Chromschicht (130) auf einer Me-
tallschicht (120), wobei die Metallschicht (120) eine
Dicke zwischen 30 und 200 um aufweist,

ii. Aufbringen von Photolack auf die Chromschicht
(130),

iii. Strukturieren des Photolacks, so dass Bereiche
(181, 182, 183) aus Photolack mit vorgegebenem
Querschnitt auf der Chromschicht (130) ausgebildet
werden,

iv. Galvanisches Aufbringen eines weiteren Metalls
auf die Chromschicht, wobei das weitere Metall eine
gréRere Dicke als der Photolack aufweist und die Be-
reiche aus Photolack teilweise Uberragt,

v. Entfernen des Photolacks, wobei ein Kérper (191,
192) aus dem weiteren Metall entsteht, der einen vor-
springenden oberen Randbereich (193) aufweist,

2. Befestigen eines optoelektronischen Halbleiter-
chips (140, 145, 146) auf dem galvanisch aufge-
brachten Metall,

3. Aufbringen eines elektrisch isolierenden Materials
(160),

4. Mechanisches Lésen der Metallschicht (120).

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 4 oder
5, wobei das galvanisch aufgebrachte Metall Kupfer
oder Nickel ist.

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 6,
wobei das galvanisch aufgebrachte Metall eine Dicke
zwischen 20 und 60 um aufweist.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriche, wobei eine elektrische Kontaktierung des
Halbleiterchips (140, 145, 146) mit der ersten Me-
tallschicht (110) oder dem galvanisch aufgebrach-
ten Metall mittels eines elektrisch leitfahigen Verbin-
dungsstiickes (150) erfolgt.
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9. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, wobei zusatzlich ein elektrisch isolierendes
Material (160) auf der ersten Metallschicht (110) auf-
gebracht wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
spruche, wobei die erste Metallschicht (110) struktu-
riert wird, so dass voneinander elektrisch isolierte Be-
reiche (111, 112, 113, 114) der ersten Metallschicht
(110) entstehen.

11. Optoelektronisches Halbleiter-Bauteil (180) mit
einem lichtemittierenden Halbleiterchip (140, 145,
146) und Kontaktflachen, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontaktflachen ein Material einer Zwischen-
schicht, insbesondere Chrom, aufweisen.

12. Temporarer Trager (100) zur Herstellung ei-
nes optoelektronischen Halbleiter-Bauteils (180), wo-
bei der Trager (100) eine erste Metallschicht (110)
und eine zweite Metallschicht (120) aufweist, wobei
die zweite Metallschicht (120) l6sbar auf der ersten
Metallschicht (110) angebracht ist.

13. Temporarer Trager (100) nach Anspruch 12,
wobei die erste Metallschicht (110) aus Kupfer be-
steht und eine Dicke zwischen 0,5 und 20 ym auf-
weist und/oder die zweite Metallschicht (120) aus
Kupfer besteht und eine Dicke zwischen 30 und 200
pum aufweist.

14. Temporarer Trager (100) nach einem der An-
spriche 11 oder 12, wobei zwischen der ersten Me-
tallschicht (110) und der zweiten Metallschicht (120)
eine Zwischenschicht (130), insbesondere eine me-
tallische Zwischenschicht (130), angeordnet ist.

15. Temporarer Trager (100) nach Anspruch 14,
wobei die Zwischenschicht (130) Chrom aufweist
oder aus Chrom besteht.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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